PGT 

ANTRAG 



Der Unterzeichnete beantragt, dafi die vorliegende 
intemationale Anmeldung nach dem Vertrag aber die 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird 



Vom /l^Mldeamt auszufullen 



Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anmeldedatum 



Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts ffhlls gewunscht) 
(max. ]2Zeichen) R. 37824-1 Wb/Os 



Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG 

Einrichtung zum Schutz eines auf einem Tragersubstrat angeordneten 
elektrischen und/oder elektronischen Bauteils vor elektrostatischen 
Entladungen "'^.vVc' i-.^ 



Feld Nr. IIANMELDER 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichmng. Bei der Anschrift sinddie Postleitzahl und der Name des Staats 
anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes 
Oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

ROBERT BOSCH GMBH 
Postfach 30 02 20 

70442 Stuttgart 

Bundesrepublik Deutschland (DE) 



□ 



Diese Person ist 
gleichzeitig Erfinder 



Telefonnr.: 

0711/811-45302 



Telefaxnr.: 

0711/811-331 81 



Femschreibnr: 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- 
fiir folgende Staaten: ' ' mungsstaaten 


\/| alle Bestimmungsstaaten mit | 1 nur die Vereinigten 1 | die im Zusatzfeld 
^—^ Ausnahme der Vereinigten Staaten ' ' Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

FAUSER, Edwin 
Justinus-Kerner-Str . 8 
71254 Ditzingen 
DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 

[X] Anmelder und Erfmder 

I I nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 

angeh-eiizt, so sind die nach- 



Staatsangeh6rigkeit (Staat): 


DE 


Sitz Oder Wohnsitz (St2 


sienenaen Angaoen nicni noiig.j 
lat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
fiir folgende Staaten: 




alle Bestim- | 1 alle Bestimmungsstaaten mit 
mungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten j 
Staaten von Amerika » 


die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 


[X] Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfmder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 


Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER 


; ZUSTELLANSCHRIFT 




Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fur den (die) Anmelder 
vor den zustSndigen intemationalen Behfirden in folgender Eigenschaft zu handeln als: 


1 1 Anwalt 1 1 gemeinsamer 
1 1 1 1 Vertreter 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 

amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name 
des Staats anzugeben) 



Telefonnr.: 



Telefaxnr.: 



Femschreibnr: 



Dieses KSstchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld 
eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. 



Formblatt PCT/RO/101 (Blatt }) ci' ✓ O /O o 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



THIS PAGE BUNK (usPTo, 



Blatt Nr... 2.. 



Fortsetzung von Feld Nr. Ill WEITERW^NMELDER UND/0^>ER (WEITERE) ERFIN 



Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufugen. 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Posileitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsiizes 
angegeben ist.) 

ROOZENBEEK, Herman 
Breslauer Str. 51 
71701 Schwi eberdingen 
DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 



Anmelder und Erfmder 

nur Erfmder (Wird dieses Kdstchen 
angekrettzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



□ 



Staatsangehbrigkeit (Staat): DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder | alle Bestim- 
fiir folgende Staaten: ^ ' mungsstaaten 



alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 



nur die Vereinigten I I die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ^ ^ angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

SCHILLING, Wolfgang 
Richard-Wagner-Str . 16 
71701 Schwieberdingen 
DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 

[X] Anmelder und Erfmder 

I I nur Erfmder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder j | alle Bestim- 
fiir folgende Staaten: ' ' mungsstaaten 



□ aile Bestimmungsstaaten mit \7" 
Ausnahme der Veireinigten Staaten ^ 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

SEITEL, Hans 
Rossbergstr. 22 
73734 Esslingen 
DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 



Anmelder und Erfmder 

nur Erfmder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt. so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig,) 



□ 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder | I alle Bestim- I ] alle Bestimmungsstaaten mit \7 nur die Vereinigten 
fiir folgende Staaten: ' — J mungsstaaten ^ ' Ausnahme der Vereinigten Staaten Staaten von Amerika 



die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist J 

WIZEMANN, Thomas 
Heimengasse 19 
71642 Ludwigsburg 
DE 



Diese Person ist 

I I nur Anmelder 



Anmelder und Erfmder 



I I nur Erfmder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 1 | alle Bestim- 1 alle Bestimmungsstaaten mit 

fiir folgende Staaten: ' » ungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten 




nur die Vereinigten | 1 die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 




Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfmder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



FormblattPCT/RO/lOI (Fortsetzungsblatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



THIS PAGE BLANK iusPTO) 



BlattNr. 3 



Fortsetzung von Feld Nr. Ill WEir J^ANMELUE^f UND/O.DER (WEITERE) ERFl 



Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antral nicht beizufugen. 



Name und Anschrift (Familienname. Vorname; hei jurisiischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist) 

PFENDTNER, Reinhard 
Buchstr. 28 

74321 Bietigheim-Bissingen* 
DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 

/ 

Anmelder und Erfinder 

I I nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



StaatsangehSrigkeit (Staat): DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder 

fiir folgende Staaten: 



□ alle Bestim- 
mungsstaaten 



□ alle Bestimmungsstaaten mit ^ 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

BUTSCHKAU, Werner 

Westendstr. 35 

74321 Bietigheim-Bissingen 

DE 



□ die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 

[Xj Anmelder und Erfmder 

I I nur Erfmder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 



□ 



alle Bestim- | | alle Bestimmungsstaaten mit 



mungsstaaten 



Ausnahme der Vereinigten Staaten 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



□ die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

HILLER, Wolfgang. 

Kastanienweg 12/1 

74321 Bietigheim-Bissingen 

DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

I I nur Erfmder (H'^ird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten; 



alle Bestim- 



alle Bestimmungsstaaten mit 



mungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

JOSTEN, Stefan 
Korntaler Str. 176 
70439 Stuttgart 
DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 



Anmelder und Erfinder 

nur Erfmder (H^ird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



□ 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder alle Bestim- 
fur folgende Staaten: ' 1 ung 



□ alle Bestimmungsstaaten mit \7 
Ausnahme der Vereinigten Staaten ^— 



nur die Vereinigten I | die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' — 



angegebenen Staaten 



Q Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



FormblattPCT/RO/101 (Fortsetzungsblatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



i 



THIS PAGE BLANK iusPTO) 



Blan Nr.... 4.. 



Feld Nr. V BESTIMMUNG VON ST. 



Die folgenden Bestimmungen nach RegeH|pi\bsatz a werden hiermit vorgenommen: 
Regionales Patent 

( |v AP ARlPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, 

SZ Swasiland, UG Uganda , ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-ProtokoUs und des PCT ist 

I I EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RU Russische Federation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat 
des Eurasischen Patentubereinkommens und des PCT ist 

^ EP Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CV Zypem, 
DE Deutschland, DK DSnemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Kdnigreich, 
GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, 
SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des EuropSischen Patentubereinkommens und des PCT ist. 

n OA OAPI-Patent: BE Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d'lvorie, 

CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, 
TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist 



n 


AE 


n 

! 1 


AL 


n 


AM 


n 
1 — i 


AT 


n 


ATT 
AU 


n 


A7 
A£j 


n 


R A 
OA 


n 


nR 

DD 


n 


TIC 


n 


orv 


n 
t 1 


RV 


n 


r^A 

^A 


n 




n 




n 




n 


CZ 


□ 


DE 


n 




n 


EE 


n 


ES 


□ 


FI 


1 — 1 

□ 


GB 


□ 


GD 


□ 


GE 


□ 


GH 


□ 


GM 


□ 


HR 


□ 


HU 


□ 


ID 


□ 


IL 


□ 


IN 


□ 


IS 




JP 


□ 


KE 


□ 


KG 


□ 


KP 




KR 


□ 


KZ 


□ 


LC 


□ 


LK 



Vereinigte Arabische Emirate 
Albanien 



Osterreich : | | 

Austral i en Q 

Aserbaidschan | | 

Bosnien-Herzegowina | | 

Barbados 

Bulgarien 

Brasilien 

Belarus I I 



China [~] 

Kuba □ 

Tschechische Republik.. '.. | | 

Deutschland | | 

Danemark Q 

Estland | | 

Spanien | | 

Finnland Q 

Vereinigtes Konigreich 

Grenada | | 

Georgien | | 

Ghana [~\ 



Indonesien 

Israel □ 

Indien 
Island 

Japan 

Kenia | | 

Kirgisistan Q 



n 

1 1 


LR 


n 
1 1 




n 


T T 

JU I 


n 
1 1 


1 Tl 


n 


T V 


n 




n 
1 1 


IVllj 


n 


IVIJV 


n 


TVtM 


n 


m W 


1 1 


IV/fY 
lYlA 


n 




n 




□ 


PL 


□ 


PT 


□ 


RO 


n 


RU 


n 

1 1 


SD 


n 


SE 


□ 


SG 


□ 


SI 


□ 


SK 


□ 


SL 


□ 


TJ 


□ 


TM 


□ 


TR 


□ 


TT 


□ 


UA 


□ 


UG 




US 


□ 


UZ 


□ 


VN 


□ 


YU 


□ 


ZA 


□ 


ZW 



Liberia 

Lesotho 

Litauen 

Luxemburg.. 

Lettland 



Mazedonien . 



Norwegen 

Neuseeland , 

Polen 

Portugal 

Rumanien 

Russische Federation.. 

Sudan 

Schweden 

Singapur 

Slowenien 

Slowakei , 

Sierra Leone 
Tadschikistan 



TUrkei 

Trinidad und Tobago 

Ukraine 

Uganda 

Vereinigte Staaten von Amerika.. 



Usbekistan 

Vietnam 

Jugoslawien 

Siidafrika 

Simbabwe 

Rebublik Korea. KSstchen fiir die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der 

Kasachstan Ver6fFentlichung dieses Formblatts beigetreten sind: 

Saint Lucia Q 

Sri Lanka Q 



Erkiarung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch atle 
anderen nach dem PCT zulassigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklarung ausgenommen 
sind. Der Anmelder erklart, daB diese zusatzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen und jede zusatzliche Be-stinunung, die vor 
Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurockgenommen gilt (Die Bestdtigung 
einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der 
Bestmigungsgebuhr. Die Bestdtigung mufi beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.) 



FormblattPCT/RO/101 (Blatt2) (Juli 1999) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



THIS PAGE BLANK <usPTO) 



B!atfNr..5 



Feld Nr. VI 



PRIORITATSAN; 



Anmeldedatum 
der froheren Anmeldung 
7 (Tag/Monat/Jahr) 



AlaBRichei 



sichen der 
frQheren Anmcldung 



CH Weitere Prioritj 



nationale Anmeldung: 
Staat 



tjj^fc spruche sind im Zusatzfeld angegeben 



1st die friil^r Anmeldung cine: 



regionale Anmeldung: * 
regionales Amt 



intemationale Anmeldung: 
Anmeldeamt 



Zeile(I) 
18. Februar 2000 
(18.02.00) 



100 06 787.5 



Bundesrepublik 
Deutschland 



Zeile (2) 
23 . Dezember 2000 
(23 .12.00) 



100 65 019.8 



Bundesrepubl ik 
Deutschland 



Zeile (S) 



Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n)_ 
bezeichneten filiheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem International en Buro zu (Ibermitteln. 



fl und2) 



Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wahi der Internationalen RecherchenbebOrde (ISA) 
(falls zwei oder mehr ah zwei Internationale Recherchenbehorden 
jiir die Ausjuhrung der internationalen Recherche zustdndig sind, 
geben Sie die von Ihnen gewdhlte Behdrde an: (der: 
Zweibuchstaben-Code kann beniitzt werden) 
ISA/ 



Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer fraheren Recherche: Bezugnahme auf 
diese fruhere Recherche {falls eine JHihere Recherche bet der internationalen 
Recherchenberdrde beantragt oder von ihr durchgefuhrt warden ist): 
Datum (Tag/Monat/Jahr): Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) 



Feld Nr. VIII 



KONTRQLLISTE;EINR£ICHUNGSSPRACHE 



Diese intemationale Anmeldung enthalt 
die folgende Anzahl von B13ttern: 



Antrag 



Blatter 



Beschreibung (ohne 

Sequenzprotokollteil) : 13 Blfitter 

Anspriiche : 4 Blatter 

Zusammenfassung: 1 Blatter 

: 3 Blatter 



Zeichnungen 

Sequenzprotokollteil 
der Beschreibung 



Blatter 



Biattzahl insgesamt : 27 Blatter 



Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 
Blatt fur die Gebiihrenberechnung 

Gesonderte unterzeichnete Vollmacht 

Kopien der aligemeinen Vollmacht; AJktenzeichen (falls vorhanden) 

Begriindung fur das Fehlen einer Unterschrift 

PrioritatsbelegCe), in Feld VI durch 
folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 

Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem 
Material 

Sequenzprotokolle fUr Nucleotide und/oder Anminosauren (Diskette) 

Sonstige (einzeln aujfuhren): 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 



8. □ 

9. lEI 



Abbildung der Zeichnungen, die 

mit der Zusammenfassung 
veroffentlicht werden soil (Nr.): 1 


Sprache, in der die 
intemationale Anmeldung 
eingereicht wird: Deutsch 


Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 



t 

Wolfgang SCHILLING 




Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus 
dem Antrag ergibt, in welcher Eige**'^^^^* ^''^'son unterzeichnet. 

ROBERT BOSCH GMBH ^^"i^i'^^^Sj^r'-^ 

Nr. 69/76 AV ' Edwin FAUSER ..^^man ROOZENBEEK Hans SEITEL 

Boer 




Thomas WlZEMANN ^einhard RTENDTNER 



Vom Anmeldeamt auszuftillen 

1. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung 


2. Zeichnungen 

1 1 einge-gangen: 

j 1 nicht ein- 
' 1 gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur VervoUstandigung dieser internationalen Anmeldung: 


4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellung nach Artikel 1 1(2) PCT: 


5. Vom Anmelder benannte 

Intemationale RecherchenbehSrde: ISA/ 


6^ Ubcrmittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung 

1 j der Recherchengebuhr aufgeschoben 



Vom Internationalen Buro auszufUllen 



Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Internationalen BUro: 



Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) 



Siehe Anmerhmgen zu diesem Antragsformular 



THIS PAGE BLANK <MSPTO) 



'^^^U/z/, so solltet dieses Blatt dem Antra^ nicht be^^ jjlt 



_ t'c 

Z^usatzfeld Wird dieses Zusatzfeld nic^^iutzt, so solltet dieses Blatt dem Antra^ nichi^ei^ ^KTwerden 



J, Wenn der Platz in einem Feld nicht fur alle Angaben ausreicht: in diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr.,,. " 
(NOmmer des Feides angeben) und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, 
vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere: 

(i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein Fortsetzungsblatt zur Verfiigung steht: In diesem Fall 
schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. Ill" und machen fiir Jede weitere Person die in Feld Nr. Ill vorgeschriebenen Angaben. Der in 
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist derStaat des Sitzes oder Wohnsitzes desAnmelders, sofern nachstehend kein Staat 
des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist. 

(ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatrfeld angegebenen Staaten " angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie 
"Fortsetzung von Feld Nr. 11", "Fortsetzung von Feld Nr. Ill" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und III" und geben den Namen des 
Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, 

europdisches oder OAPI-Patent), fUr die die bezeichnete Person Anmelder ist. 

(Hi) Wenn in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erjinder/Anmelder nicht fur alle Bestimmungsstaaten oder fiir die Vereinigten 
Staaten von Amerika als Erfinder bekannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. 11", "Fortsetzung von Feld Nr. 
Ill" bzw. "Fotsetzung von Feld Nr. II und Nr. Ill" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben 
jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europaisches oder OAPI-Patent), fiir die die bezeichnete 
Person Erfinder ist. 

(iv) Wenn zusdtzlich zu dem Anwalt oder den Anwdlten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere AnwiUte bestellt sind: In diesem Fall 
schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen fixr jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV 
vorgeschriebenen Angaben. 

(v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikaty " oder wenn in Feld Nr. V bei 
den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefiigt wird: In diesem Fall schreiben 
Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen 
Staats (oder OPAI) das Akienzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des 
Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsannmeldung. 

(vi) Wenn in Feld Nr. VI die Prioritat von mehr als drei friiheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie 
"Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen fiir Jede. weitere friihere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen 
Angaben. 

(vii) Wenn in Feld Nr. VI die friihere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. 
VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die friihere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens 
einen Staat an, der Mitglied der Pariser VerbandsUbereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und fiir den die friihere 
Anmeldung erfolgte. 

2. Wenn, im Hinblick auf die Erkldrung bzgL vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erkldrung 
ausnehmen mdchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erkldrung bzgi vorsorglicher Bestimmungen 
ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an. 

3. Wenn der Anmelder fiir irgendein Bestimungsamt die Vorteile nationaler Vorschrifien begreffend unschddliche Offenbarung oder 
Ausnahmen von der Neuhheitsschddlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklarung betreffend unschddliche 
Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuhheitsschadlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erkldrung ab. 
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= (54) Title; DEVICE FOR PROTECTING AN ELECTRIC AND/OR ELECTRONIC COMPONENT ARRANGED ON A CAR- 
^= RIER SUBSTRATE AGAINST ELECTROSTATIC DISCHARGES 

= (54) Bezeichnung: EINRICHTUNG ZUM SCHUTZ HNES AUF EINEM TRAGERSUBSTRAT ANGEORDNETEN ELEKTRI- 
s SCHEN UND/ODER ELEKTRONISCHEN BAUTEILS VOR ELEKTROSTATISCHEN ENTLADUNGEN 
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(57) Abstract: The invention relates to a device for protecting an electric and/or electronic component arranged on a carrier sub- 
strate against electrostatic dischaiges.If a discharge occurs, an excess voltage occurring on a contact element of the carrier substrate 
connected to the component is deviated to a ground connection, bypassing the component in question. According to the invoition, 
the protection device is provided with a first electroconductive structure which is conductively linked to the endangered contaa ele- 
ment, in addition to a second electroconductive structure which is arranged in an adjacent position thereto on the carrier structure and 
is electroconductively linked to the ground connection. Facing sections of the electroconductive structures are physically separated 
from each other by means of a defined gap. An excess voltage which is transmitted to the contact element is transmitted from the 
first electroconductive stmcture to the section of the second electroconductive structure by a spark discharge in the gap of the section 
and deviated to the ground connection. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(81) Bestimmungsstaaten (>2^2/zona(): JP, KR, US. 7ur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 

Abkurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on 
(84) Bestimmungsstaaten (regional)-, europaisches Patent (AT, Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 

BE, CH, CY, DE, DK, ES. FI, FR, GB, GR, IE. IT, LU, MC, PCT-Gazette verwiesen, 

NL, FT, SE, TR). 

VerofTentlicht: 

— ohne intemationalen Recherchenbericht und emettt zu 
verdffentlichen nach Erhalt des Berichts 



(57) Zusammeiiiassung: Der Vorschlag bezieht sich auf eine Einiichtung zum Schutz eines auf einem Tr^gersubstrat angeordneten 
elektrischen und/oder elektronischen Bauteils vor elektrostatischen Entladungen, wobei eine im Entladungsfall an einem mit dem 
Bauteii verbundenen Kontaktelem^t des Tragersubstrats auftretende Dberspannung unt^ Umgehung des Bauteils auf einen Mas- 
seanschluB abgeleitet wird. Es wird voigeschlagen, dafi die Schutzeinrichtung eine mit dem gefahrdeten Kontaktelement leitend 
veibundene erste elektrisch leitende Struktur und eine dazu auf dem Tragersubstrat benachbart angeordneten, mit dem Massean- 
schluB leitend verbundene zweite elektrisch leitende Struktur umfafit, wobei einander zugewandte Abscimitte der elektrisch leitenden 
Strukturen durch einen definierten Spalt raumlich derart voneinander beabstandet sind, dafi eine auf das Kontaktelement (ibertragene 
iiberspannung durch eine Funkenentladung in dem Spalt von dem Abschnitt der ersten elektrisch leitenden Struktur auf den Abschnitt 
der zweiten elektrisch leitenden Struktur ubertragen und zum MasseanschluB abgeleitet wird. 
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Einrichtunq zum Schutz eines au f einem Tragersubstrat anoe^ 
ordneten elektrischen und/oder elektronis chen Bauteils vor 
elektrostatischen Entladunaen 

Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Schutz eines auf 
einem Tragersubstrat angeordneten elektrischen und/oder elek- 
tronischen Bauteils vor elektrostatischen Entladungen mit den 
im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merkmalen. Derartige 
Einrichtungen sind in der Fachwelt auch als ESD-Schutzein- 
richtungen bekannt (ESD = Electrostatic Discharge) . 

Mit ESD-Schutzeinrichtungen auf Tragersubstrat en wird verhin- 
dart, da£ beispielsweise bei einer versehentlichen Beruhrung 
von Kontaktelementen des Tragersubstrats oder beim Aufstecken 
eines Steckerteils auf die Kontaktelemente oder nach Einbau 
des Tragersubstrat in ein elektrisches Gerate bei einer Span- 
nungsbeauf schlagung von Cerates tecker, Kabelbaum und Aggrega- 
ten elektrostatische Entladungen und ESD-Impulse auf die mit 
den Kontaktelementen verbundenen empf indlichen elektronischen 
Bauteile des Tragersubstrats ubertragen warden. Mittels der 
ESD-Schutzeinrichtung wird der Entladungstrom auf einen Mas- 
seanschluS abgeleitet, bevor er die Bauteile erreichen kann. 
Eine solche dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechende 
ESD-Schutzeinrichtung ist zum Beispiel aus der US 4 179 178 
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bekannt. Die dort gezeigte Schutzeinrichtiing umfaSt ein auf 
das Tragersubstrat montiertes Kontaktf eder element , welches 
unter Vorspannung an samtlichen Kontaktelementen des Trager- 
substrats anliegt, wodurch diese zvmachst kurzgeschlossen 
werden. Beim Aufstecken eines Steckerteils wird das Kontakt- 
f ederelement mit einem Massekontakt des Steckerteils kontak- 
tiert imd ein moglicherweise auftretender elektrostatischer 
Entladungstrom auf Masse abgeleitet. Beim weiteren Einschie- 
ben des Steckerteils wird das Kontaktf ederelement von den 
Kontaktelementen getrennt und anschlieSend die Steckerkontak- 
te auf die Kontaktelemente auf geschoben, wobei nicht verhin- 
dert werden kann, daS Uberspannungen die an einem einzelnen 
Steckerstift anliegen auf die Kontaktelemente des Tragersub- 
strats und von dort auf die Bauteile ubertragen werden. Au- 
Serdem ist der gesamte Aufbau mechanisch relativ aufwendig 
und teuer. 

Weiterhin sind ESD-Schutzeinrichtungen auf Leiterplattensub- 
straten bekannt, welche Kontaktierungsleiterbahnen von auf 
der Leiterplatte angeordneten elektronischen Bauteilen liber 
Dioden, Varistoren oder Uberspannungsableiter mit einem Mas- 
seanschluS elektrisch verbinden. Im Falle einer auf eine Kon- 
taktierungsleiterbahn ubertragenen elektrostatischen Entla- 
dung wird dann der Entladungstrom uber die Varistoren, Dioden 
und Uberspannungsableiter auf Masse abgeleitet. Derartige Lo- 
sungen erfordern die Bestuckung der Leiterplatte mit zusatz- 
lichen Bauelementen, die auf der Leiterplatte Platz banspru- 
chen und eine Anderung des Leiterbahnlayouts erforderlich ma- 
chen. Zudem werden hierdurch die Herstellungskosten erhoht . 

Vorteile der Erfindung 

Die ESD-Schutzeinrichtung mit den kennzeichnenden Merkmalen 
des Anspruchs 1 ermoglicht einen ebenso preiswerten wie zu- 
verlassigen Schutz von ESD-empf indlichen elektrischen und/ 
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Oder elektronischen Bauteilen, insbesondere von elektroni- 
schen Schaltkreisen, auf Tragersiibstraten, wie beispielswei- 
se Leiterplatten oder keramischen Mehrlagensubstraten. Die 
ESD-Schutzeinrichtiing ist relativ einfach herzustellen, wo- 
bei keine teuren Spezialbauelemente erforderlich sind. Die 
Einrichtung umfaSt lediglich zwei elektrisch leitende Struk- 
turen, wobei einander zugewandte Abschnitte der elektrisch 
leitenden Strukturen durch einen definiert hergestellten 
Spalt raumlich derart voneinander beabstandet sind, dafi eine 
auf ein Kontakt element ubertragene Uberspanniing durch eine 
Funkenentladung in dem Spalt zwischen den Abschnitten uber- 
tragen und zum MasseanschluS abgeleitet wird. Die Spaltbrei- 
te kann so eingestellt werden, daJS einerseits ein galvani- 
scher Kontakt der elektrisch leitenden Strukturen zuverlas- 
sig ausgeschlossen wird und andererseits bei Uberschreiten 
eines vorgegebenen Spannungswertes ein Funkendurchschlag auf 
die mit dem Masseanschlufi verbundene elektrisch leitende 
Struktur erfolgt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfin-' * 
dung werden durch die in den Unteranspruchen enthaltenen 
Merkmale ermoglicht. 

Prinzipiell konnen die elektrisch leitenden Strukturen und 
der die leitenden Strukturen trennende Spalt auf verschie- 
denste Art hergestellt werden. Besonders vorteilhaft ist es 
aber, die elektrisch leitenden Strukturen in Form von auf 
einer gemeinsamen Hauptoberf lache des Tragersubstrats ange- 
ordneten Leiterbahnen auszubilden, welche einander zugewand- 
te Vorsprunge aufweisen, die durch einen definiert herge- 
stellten Spalt voneinander getrennt sind. Die Leiterbahnen 
konnen preisgiinstig mit den bekannten Herstellungsverf ahren 
auf der Hauptoberf lache des Tragersubstrats erzeugt werden. 
Dadurch, dalS die einander zugewandten Vorsprunge der Leiter- 
bahnen sich ausgehend von den Leiterbahnen im Querschnitt 
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verjungen, wird sichergestellt , dafi ein definierter Fxinken- 
durchschlag zwischen den einander zugewandten Enden der Vor- 
sprunge erf olgt . In einem vorteilhaf ten Ausf uhrxingsbeispiel 
verjungen sich die Vorsprunge im wesentlichen dreieckf ortnig 
und weisen einander zugewandte spitze Enden auf . Der Abstand 
der spitzen Enden definiert die Spaltbreite. Da die Funken- 
entladvmg hier unmittelbar auf der Oberflache des TrSgersub- 
strats erf olgt, wird die Durchbruchsspannung in dem Spalt 
durch Funken-Gleitentladungsvorgange auf der Oberflache des 
Tragersubstrats vorteilhaf t vermindert . 

Der Spalt zwischen den einander zugewandten Vorsprungen der 
leitenden Strukturen kann beispielsweise mit der aus der 
Leiterplattentechnik bekannten Atztechnik hergestellt wer- 
den. Besonders vorteilhaf t ist es, wenn der Spalt zwischen 
den einander zugewandten Vorsprungen der ersten und der 
zweiten elektrisch leitenden Struktur durch einen in die 
Leiterbahnstrukturen des Tragersubstrats eingebrachten La- 
serschnitt hergestellt wird. Mit dem Laser konnen auSerst 
kleine Spalte mit groSer Prazision gefertigt werden. Auf 
diese Weise ist es moglich, kleine Spaltbreiten bis 20 Mi- 
krometem zu realisieren, so daS schon bei kleinen Durch- 
bruchsspannungen ein Funkendurchschlag in dem Spalt erf olgt . 
AulSerdem laiSt sich hierdurch die Aufbauzeit fiir den Funken- 
kanal minimieren, Bevorzugt werden Spaltbreiten zwischen 3 0 
und 40 fim. 

In einem anderen vorteilhaf ten Ausf uhrungsbeispiel ist vor- 
gesehen, als Tragersubstrat ein Mehrlagensubstrat zu verwen- 
den, wobei die erste elektrisch leitende Struktur durch eine 
auf einer Hauptoberf lache des Mehrlagensubstrats angeordnete 
erste Leiterbahn und die zweite elektrisch leitende Struktur 
durch eine auf einer inneren Lage des Mehrlagensubstrats an- 
geordnete und durch eine Isolierebene von der ersten Leiter- 
bahn getrennte zweite Leiterbahn ausgebildet ist und wobei 
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in die erste Leiterbahn und die Isolierebene durch Atzen, 
Bohren oder in anderer Weise eine sacklochartige Ausnehmung 
eingebracht ist, deren Boden die zweite Leiterbahn bildet. 
Bei diesem Ausfiihrungsbei spiel kann weitgehend auf bei- 
spielsweise aus der Fertigung von keramischen Mehrlagensub- 
straten oder Mehrlagenleiterplatten bekannte Herstellungs- 
techniken zuruckgegrif f en werden, ohne daE eine grundlegende 
Anderung erforderlich ware. Der Spalt zwischen der ersten 
und der zweiten Struktur wird in diesem Fall durch die Dicke 
der isolierenden Schicht definiert, welche zwischen der er- 
sten xind der zweiten Struktur angeordnet ist. Der Funken- 
durchschlag erfolgt innerhalb der luf tgefullten, sacklochar- 
tigen Ausnehmung, ausgehend von dem die Ausnehmung am oberen 
Rand umgebenden Leiterbahnabschnitt der ersten Struktur zu 
dem den Boden der Ausnehmung bildenden Leiterbahnabschnitt 
der zweiten Struktur . 

In einem weiteren ahnlichen Ausfiihrungsbeispiel mit einem 
Mehrlagensubstrat ist vorgesehen, daS die erste elektrisch 
leitende Struktur durch eine auf einer beliebigen ersten La- 
ge des Mehrlagensubstrats angeordnete erste Leiterbahn imd 
die zweite elektrisch leitende Struktur durch eine auf einer 
zweiten Lage des Mehrlagensubstrats angeordnete und durch 
eine Isolierebene von der ersten Leiterbahn getrennte zweite 
Leiterbahn gebildet wird und daE in die erste Leiterbahn, 
die Isolierebene und die zweite Leiterbahn eine das Mehrla- 
gensubstrat durchdringende Ausnehmung, insbesondere eine 
Bohrung eingebracht ist, wobei eine Funkenentladung in dem 
durch die Ausnehmung gebildeten Spalt zwischen den Innenwan- 
dungsabschnitten der ersten und zweiten Leiterbahn erfolgt. 

Vorteilhaft kann die zweite Leiterbahn durch eine grofifla- 
chige Masseebene des Mehrlagensubstrats gebildet werden, 
beispielsweise eine durchgehende Kupferlage. 



wo 01/61732 



PCT/DEOl/00512 



- 6 



In einem weiteren Ausfuhznngsbeispiel ist vorgesehen, dafi 
die elektrisch leitenden Strukturen durch zwei von dem Tra- 
gersubstrat abstehende und mit Leiterbahnen des Tragersub- 
strats leitend verbundene diskrete Leitereletnente gebildet 
werden, deren nicht mit dem Tragersubstrat verbundene Enden 
einander zugewandt und durch einen definierten Spalt vonein- 
ander getrennt sind. Die Funkenentladung entsteht dann in 
dem Luftspalt zwischen den Enden der Leiterelemente . Diese 
Losung ist zwar etwas umstandlicher als die Integration der 
Strukturen in die Leiterbahnen des Tragersubstrats, jedoch 
weisen diskrete Leiterelemente, wie beispielsweise metalli- 
sche Kontaktstif te eine grolSe Bestandigkei t gegenuber Um- 
welteinf lussen auf , so daS durch Umwelteinf lusse bedingte 
Schwankungen der Spaltbreite vernachlassigbar klein sind. 

Desweiteren sind auch Mischformen moglich, bei denen die er- 
ste elektrisch leitende Struktur in Form eines Leiterelemen- 
tes ausgebildet ist, das mit einem ersten Ende mit einem 
durch Entladungsstrome gefahrdeten, von dem Tragersubstrat 
abstehenden und mit Leiterbahnen des Trager subs t rats verbun- • 
denen Kontakt element, beispielsweise einem Steckerstif t , 
verbunden ist und das mit einem weiteren Ende einer auf dem 
Tragersubstrat angeordneten, mit dem MasseanschluS leitend 
verbundenen und in Form einer Leiterbahn ausgebildeten zwei- 
ten elektrisch leitenden Struktur zugewandt und durch einen 
Spalt von dieser Leiterbahn beabstandet ist. 

Besonders vorteilhaft ist ein Ausf uhrungsbeispiel bei dem 
die einander zugewandten und durch den definiert hergestell- 
ten Spalt getrennt en Abschnitte zweier auf der Bestuckungs- 
seite des Tragersubstrat s angeordneter Leiterbahnen durch 
ein auf das Tragersubstrat aufgebrachtes zusatzliches akti- 
ves Oder passives elektrisches Bauelement uberdeckt werden. 
Das den Spalt uberdeckende Bauelement schutzt diesen vor- 
teilhaft vor VerunreiniguJigen und einer Ablagerung leitender 
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Teilchen, welche einen Kurzschlufi zwischen den beiden Lei- 
terbahnen bewirken konnten. Das aktive oder passive Bauele- 
ment kann parallel zur Entladungsstrecke geschaltet werden, 
indem ein erster AnschluS des Bauelementes mit der ersten 
durch eine moglicherweise auftretende Uberspannung gefahrde- 
ten Leiterbahn und ein zweiter AnschluS des Bauelementes mit 
der zweiten mit dem Masseanschlufi verbundenen Leiterbahn 
elektrisch leitend verbunden wird. Weiterhin kann zum Schutz 
des Entladungsspaltes vorgesehen sein, das Bauelement in 
seinem Randbereich durch einen Kleber mit dem Tragersubstrat 
zu verbinden, welcher den Zwischenraum zwischen dem Bauele- 
ment und dem Tragersubstrat abdichtet. 

Zeichnungen 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und werden in der nachf olgenden Beschreibung er- 
lautert. Es zeigt 

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erstes Ausfuhrungsbei spiel der 
Erfindung mit einer durch Leiterbahnen auf einer Hauptober- 
flache eines Tragersubstrats ausgebildeten Schutzvorrichtiing 
vor elektrostatischen Entladungen, 

Fig. 2a und 2b ein Ausfuhrungsbeispiel bei dem der Spalt mit- 
tels eines Lasers in die Leiterbahnstruktur eines Tragersub- 
strats eingebracht wird. 

Fig. 3 ein Ausfuhrungsbeispiel der ESD-Schutzeinrichtung mit 
zwei diskreten Leiterelementen, 

Fig. 4 ein Ausfuhrungsbeispiel mit einem Leiterelement und 
einer Leiterbahn, 

Fig. 5 ein Ausfuhrxingsbeispiel fur ein Mehrlagensubstrat mit 
einer sacklochartigen Ausnehmung, 

Fig. 6 ein Ausfuhrungsbeispiel fur ein Mehrlagensubstrat mit 
einer durchgehenden Ausnehmung, 
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Fig. 7 eine Doraufsicht auf ein weiteres Ausf uhningsbeispiel 
der Erf indung mit einem liber dem Entladungsspalt angeordneten 
akitven oder passiven elektrischen Bauelement, 
Fig. 8, einen Querschnitt durch Fig. 7. 

Beschreibung der Ausf lihriingsbeispiele 

Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf die Oberflache einer Leiter- 
platte 1, auf welcher mehrere elektrische und/oder elektroni- 
sche Bauteile 2, beispielsweise Mikroprozessoren, Speicher- 
bauelemente , Halbleiterchips , Widerstandsbauelemente , induk- 
tive Bauelemente oder andere angeordnet sind. Die Leiterplat- 
te 1 ist an einer Seite mit Kontaktf lachen 3,4 versehen, wel- 
che zum Anschlufi der Leiterplatte an ein Steckerteil dienen, 
wobei die Kontaktf lache 3 beispielsweise zutn AnschluS einer 
Signalleitung und die Kontaktf lache 4 zum AnschluS eines Mas- 
sekontaktes an die Leiterplatte 1 vorgesehen ist. Wie in Fig. 

1 weiterhin zu erkennen ist, ist die Kontakf lache 3 uber eine 
Leiterbahn 13 mit dem Eingang eines Bauteils 2 verbunden. Die 
Kontaktf lache 4 ist uber eine weitere Leiterbahn 14 mit dem 
Massekontakt der Bauteile 2 verbunden. Die Masseleiterbahn 14 
muS nicht notwendigerweise mit dem Massekontakt der Bauteile 

2 verbunden sein. Es kann sich hier urn eine beliebige Leiter- 
bahn handeln, die uber das Kontakt element 4 an Masse ange- 
schlossen ist. Unter einem MasseanschluS ist hierbei der An- 
schluS an einen zur Ableitung von Entladungstromen geeigneten 
Leiter zu verstehen. Dies kann auch ein metallisches Gehause- 
teil Oder auch eine zur Ableitung von Uberspannungen geeigne- 
te Versorgungsleitung sein. An den auf der Leiterplatte 1 be- 
nachbart angeordneten Leiterbahnen 13,14 sind einander zuge- 
wandte Vorsprunge 13a, 14a ausgebildet, die durch einen schma- 
len Spalt 16 voneinander beabstandet sind. Wie zu erkennen 
ist, verjungen sich die Vorsprunge ausgehend von den Leiter- 
bahnen 13,14 dreieckf ormig umd weisen spitze Enden auf, deren 
T^DStand a die Spaltbreite def iniert . Der mit den Vorsprungen 
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13a, 14a und dem Spalt 16 versehene Bereich der Leiterbalmen 
13,14 bildet auf der Leiterplatte eine Einrichtung 10 zum 
Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Gelangen beispiels- 
weise die Kontaktf lachen 3 mit einem elektrostatisch aufgela- 
5 denen Gegenstecker oder einem anderen Ladungstrager in Kon- 

takt, so flieSen die Ladungen von dort auf den Vorsprung 13a. 
Sobald die Spannung die erf order liche Durchschlagsspannung 
uberschreitet , entladt sich die Uberspannung durch einen 
teilweise als Gleitentladiingsvorgang ablaufenden Funkendurch- 

10 schlag auf den Vorsprung 14a und von dort auf den Massean- 

schluS 4. Der elektrostatische Entladungstrom kann die Bau- 
teile 2 nicht mehr erreichen. Beschadigungen werden hierdurch 
vermieden. Ohne die ESD-Schutzeinrichtung wiirde der Entla- 
dungsstrom uber die Leiterbahn 13 ungehindert auf die Bautei- 

15 le 2 ubertragen werden. Anstatt der hier dargestellten Lei- - 

terplatte kann natiirlich auch ein anders Tragersubstrat ver~ 
wandt werden, beispielsweise ein Keramik-Dickschichtsubstrat , 
ein umspritztes Stanzgitter oder ein MID-Substrat . Der Spalt 
a zwischen den elektrisch leitenden Strukturen 13,14 kann in 

20 dem Ausfiihrungsbei spiel von Fig. 1 mittels des aus der Lei- 

terplattenf ertigung bekannten Atzverfahrens hergestellt wer- 
den. Spaltbreiten a von weniger als 100 /xm lassen sich hier- 
durch aber kaum realisieren. In einem bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel , welches in den Figuren 2a und 2b dargestellt 

25 ist, wird der Spalt daher mit einem Laser hergestellt. Zu 

diesem Zweck werden die Leiterbahnstrukturen zunachst , wie in 
Fig, 2a dargestellt, mittels der iiblichen Atztechnik auf der 
Leiterplatte erzeugt . Die Leiterbahn 13 ist dabei mit der 
Leiterbahn 14 zunachst durch einen schmalen Leiterbahnsteg 15 

30 verbunden. AnschlielSend wird, wie in Fig. 2b gezeigt, durch 

einen Laserschnitt in dem Steg 15 ein Spalt 16 erzeugt, durch 
welchen die Leiterbahnen 13 und 14 voneinander getrennt wer- 
den. Mit dem Laser konnen Spaltbreiten a von 20 txm realisiert 
werden. Bei der bevorzugten Aus fuhrungs form betragt die 

35 Spaltbreite 30 bis 40 ^m. 
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In dem in den Figuren 1 bis 2 dargestellten Ausfiihrungsbei- 
spielen werden die erste und die zweite elektrisch leitende 
Struktur durch Leiterbahnen 13 , 14 auf einem Trager subs t rat 
hergestellt. Es sind aber auch anderer Ausf uhrungsbeispiele 
moglich. Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch eine Leiter- 
platte 1 mit Kontaktf lachen 3,4. Die Kontaktf lliche 3 ist in 
nicht gezeigter Weise mit einem ESD-empf indlichen Bauteil auf 
der Leiterplatte verbunden. Die Kontaktf lache 4 ist mit einem 
MasseanschluS verbunden. Wie in Fig. 3 dargestellt ist, wer- 
den die elektrisch leitenden Strukturen durch zwei von der 
Leiterplatte abstehende Leiterelemente 13, 14 gebildet. Die 
Leiterelemente sind als gebogene Metalldrahte in Ausnehmungen 
der Leiterplatte befestigt und mit den Kontaktf lachen 3,4 
leitend verbxinden. Die einander zugewandten Enden 13a, 14a der 
Metalldrahte sind durch einen Luftspalt 16 voneinander beadD- 
standet. Im Entladungsf all entladt sich die an dem Leiterele- 
ment 13 anliegende Uberspannxing durch eine Funkenentladung in 
dem Luftspalt 16 auf das Leiterelement 14 und f lieSt von dort 
auf Masse ab. 

Ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel ist in Fig. 4 dargestellt. 
Fig. 4 zeigt eine Leiterplatte 1 mit einem Steckerstift 3, 
welcher in der ublichen Weise in eine Kontaktof f nung der Lei- 
terplatte eingebracht und mit einer Leiterbahn auf der Unter- 
seite der Leiterplatte verlotet ist, die wiederum mit einem 
elektronischen Bauteil 2 verbunden ist. Von dem Steckerstift 
3 zweigt auf halber Hohe ein stif tf ormiges Leiterelement 13 
ab, welches mit seinem einen Ende einstuckig mit dem Stecker- 
stift 3 verbunden ist und mit seinem von dem Steckerstift ab- 
gewandten anderen Ende 13a zur Oberseite der Leiterplatte 1 
hingerichtet ist. Auf der Oberseite der Leiterplatte ist eine 
Masseleiterbahn 14 angeordnet . Das Ende 13a des Leiterelemen- 
tes 13 ist unmittelbar oberhalb eines Bereiches 14a der Lei- 
terbahn 14 angeordnet und durch einen Luftspalt 16 von dem 
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Bereich 14a getrennt. Eine bei der Einfuhrung eines Gegen- 
steckers auf den Steckerstift 3 ubertragene elektrostatische 
Entladung wird durch eine Funkenentladung in dem Spalt 16 von 
dem Leiterelement 13 auf die Leiterbahn 14 ubertragen. 

Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausfuhrungsbei spiel wird als 
Tragersiabstrat 1 eine Mehrlagenleiterplatte oder ein kerami- 
sches Mehrlagensubstrat verwandt. Eine Leiterbahn 13 auf der 
Oberseite des Tragersubstrats 1 verbindet ein ESD-empfind- 
liches Bauteil 2 mit einem nicht dargestellten Kontaktelement 
des Tragersubstrats, beispielsweise einem Steckerpin. Eine 
innere Lage 14 des Mehrlagensubstrats ist als grolSf lachige 
Masseebene ausgebildet. Die Masseebene 14 ist durch eine Iso- 
lierschicht 18 von der Leiterbahn 13 auf der Oberseite ge- 
trennt. Eine weitere Isolierschicht 19 trennt die Masseebene" 
von einer Leiterbahn 17 auf der Unterseite des Mehrlagensub- 
strats. Eine sacklochartige Ausnehmung ist in die Leiterbahn 
13 und die Isolierschicht 18 eingebracht. Der Boden 14a der 
sacklochartigen Ausnehmung wird durch die Masseebene 14 ge- 
bildet. Im Falle einer auf die Leiterbahn 13 ubertragenen 
Uberspannung liegt diese auch am inneren Rand 13a der die 
Ausnehmung umgebenden Leiterbahn 13 an, welche durch einen 
Spalt 16 vom Boden 14a getrennt ist. Durch einen Funkendurch- 
schlag vom Rand 13a zum Boden 14a der Masseleiterbahn 14 wird 
die Uberspannung auf Masse abgeleitet, bevor sie das Bauteil 
2 erreichen kann. Die Breite des Spalts zwischen dem Rand der 
Leiterbahn 13a und dem Boden 14a der Ausnehmung 16a wird 
durch die Dicke der Isolierschicht 18 definiert. 

Ein ahnliches Ausf uhrungsbeispiel fiir eine Mehrlagenleiter- 
platte ist in Fig. 6 dargestellt. Die Mehrlagenleiterplatte 1 
umfaSt Isolierlagen 18,19,20 und Leitungslagen. Auf zwei in- 
neren benachbarten Lagen sind eine erste Leiterbahn 13 und 
eine zweite Leiterbahn 14 angeordnet, welche durch die Iso- 
lierschicht 18 getrennt sind. Die Leiterbahnen 13,14 konnen 
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auf beliebigen benachbarten Lagen angeordnet sein. Wie oben 
ist die Leiterbahn 13 mit einem ESD-empf indlichen Bauteil 2 
xind die Leiterbahn 14 mit dem MasseanschluE verbunden. In das 
Mehrlagensiibstrat ist im Bereich der Leiterbahnen 13,14 eine 
durchgehende Bohrung eingebracht. Der die Bohning umgebende 
Innenrand 13a der Leiterbahn 13 und der Innenrand 14a der 
Leiterbahn 14 ist durch einen durch die Bohning in der Iso- 
lierschicht 18 erzeugten Luftspalt 16 getrennt . Im Uberspan- 
nungsfall entladt sich ein ESD-Impuls vom Innenrand 13a der 
ersten Leiterbahn 13 durch den Luftspalt 16 auf den Innenrand 
14a der zweiten Leiterbahn 14. 

Ein weiteres Ausfuhrungsbei spiel der Erfindung ist in dem 
Ausschnitt der Figuren 7 und 8 dargestellt. Ein Tragersub- 
strat 1, beispielsweise eine Leiterplatte, weist auf der 
Oberseite zwei Leiterbahnen 13,14 auf, die durch einen schma- 
len Spalt 16 getrennt sind. Die Leiterbahnen 13,14 konnen zu- 
nachst als eine gemeinsame Leiterbahn auf dem Tragersvibstrat 
erzeugt und anschlieSend durch einen Laserschnitt getrennt 
werden, so dafi die benachbarten Endabschnitte 13a und 14a der 
Leiterbahnen durch das SpaltmaE a voneinander beabstandet 
sind. Die Leiterbahn 13 ist in nicht dargestellter Weise mit 
einem ESD-empf indlichen Bauteil verbunden, die Leiterbahn 14 
mit einem MasseanschluS. 2um Schutz des Spaltes 16 ist ein 
aktives oder passives elektrisches Bauelement 5, beispiels- 
weise ein Kondensator oder Widerstand, uber den Abschnitten 
13a, 14a und dem Spalt 16 auf die Leiterbahnen auf gebracht . Im 
Prinzip entsteht das hier gezeigte Ausf uhrungsbeispiel da- 
durch, daE in Fig. 1 ein zusatzliches Bauelement 5 auf die 
Leiterbahnen 13 und 14 auf gebracht wird. Es versteht sich, 
daE das Bauelement 5, anders als das ESD-empf indliche Bauteil 
2, ein gegen einen ESD-Impuls unempf indliches Bauelement ist. 
Das Bauelement 5 kann zum Beispiel ein EMV-Schutzkondensator 
sein. In einer bevorzugten Ausf lihrungs form ist das Bauelement 
5 in SMD-Technik (surface moiinted device) auf das Tragersiib- 
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strat aufgebracht. Ein erster AnschluS 5a des Bauelementes 
ist mit der Leiterbahn 13, ein zweiter AnschluS 5b mit der 
Leiterbahn 14 verlotet, so daE das Bauelement 5 parallel zur 
Funkenstrecke geschaltet ist. Die Lotstellen 6 sind in Fig. 7 
und Fig. 8 dargestellt. Die Verlotung des Bauelementes kann 
beispielsweise im Ref low-Lotverf ahren oder anderer geeigneter 
Weise erfolgen. Es ist aber auch moglich, daS Bauelement iiber 
Bonddrahte mit den Leiterbahnen 13,14 elektrisch zu verbin- 
den. Im Randbereich des Bauelementes 5 wird ein Kleber 7 auf- 
getragen. Der Kleber kann umlaufend aufgetragen werden, wobei 
die Lotstellen 6 ausgespart werden konnen. Durch den Kleber 7 
wird der Zwischenraum zwischen dem Bauelement 5 und dem Tra- 
gersubstrat 1 abgedichtet . Dadurch wird ausgeschlossen, dafi 
Verunreinigungen in den Zwischenraum zwischen Bauelement und 
Tragersubstrat eindringen und in den Spalt 16 gelangen. Die- 
ses Ausfiihrungsbei spiel bietet einen vorteilhaf ten Schutz ge- 
gen eine Verunreinigung des Spaltes 16 und der Funkenstrecke 
einer moglichen ESD-Entladung . 
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Anspruche 

5 

1. Einrichtung zum Schutz eines auf einem Tragersiobstrat an- 
geordneten elektrischen und/oder elektronischen Bauteils vor 
elektrostatischen Entladungen, wobei eine im Entladungsf all 
an einem mit dem Bauteil (2) verbundenen Kontaktelement (3) 

10 des Tragersxibstrats (1) auftretende Uberspannung unter Umge- 

hung des Bauteils auf einen MasseanschluE (4) abgeleitet 
wird, dadurch gekennzeichnet , dalS die Schutzeinrichtung (10) 
eine ttiit dem gefahrdeten Kontaktelement (3) leitend verbun- 
dene erste elektrisch leitende Strxiktur (13) und eine dazu 

15 auf dem Tragersubstrat (1) benachbart angeordnete, mit dem 

MasseanschluS (4) leitend verbundene zweite elektrisch lei- 
tende Struktur (14) umfalSt, wobei einander zugewandte Ab- 
schnitte (13a, 14a) der elektrisch leitenden Strukturen (13, 
14) durch einen definiert hergestellten Spalt (16) raumlich 

20 derart voneinander beabstandet sind, dafi eine auf das Kon- 

taktelement (3) ubertragene Uberspannung durch eine Funken- 
entladung in dem Spalt (16) von dem Abschnitt (13a) der er- 
sten elektrisch leitenden Struktur (13) auf den Abschnitt 
(14a) der zweiten elektrisch leitenden Struktur (14) uber- 

25 tragen und zum MasseanschluS (4) abgeleitet wird. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daS 
die erste und zweite elektrisch leitende Struktur (13,14) 
durch auf einer gemeinsamen Hauptoberf lache des Tragersub- 

30 strata (1) angeordnete Leiterbahnen gebildet werden, welche 

einander zugewandte Vorsprunge (13a, 14a) aufweisen, die 
durch einen definiert hergestellten Spalt (16) voneinander 
getrennt sind. (Fig. 1, 2a, 2b) 
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3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , dafi 
die einander zugewandten Vorsprunge {13a, 14a) der Leiter- 
bahnen sich ausgehend von den Leiterbahnen (13, 14) im Quer- 
schnitt verjiingen. (Fig. 1) 

4. Einrichtxmg nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daS 
die Vorsprunge (13a, 14a) sich im wesentlichen dreieckf ormig 
verjungen und einander zugewandte spitze Enden aufweisen. 

5. Einrichtung nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daJS der Spalt (16) zwischen den einander zuge- 
wandten Vorsprungen (13a, 14a) der ersten und der zweiten 
elektrisch leitenden Struktur (13, 14) durch einen in die 
Leiterbahnstrukturen (15) des Tragersubstrats (1) einge- 
brachten Laserschnitt hergestellt ist. (Fig. 2a, 2b) 

6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Tragersubstrat (1) ein Mehrlagensubstrat ist, daS die 
erste elektrisch leitende Struktur (13) durch eine auf einer 
Hauptoberf lache des Mehrlagensubstrats angeordnete erste 
Leiterbahn und die zweite elektrisch leitende Struktur (14) 
durch eine auf einer inneren Lage der Mehrlagenstibstrats an- 
geordnete und durch eine Isolierebene (18) von der ersten 
Leiterbahn getrennte zweite Leiterbahn gebildet wird und daE 
in die erste Leiterbahn (13) und die Isolierebene (18) eine 
sacklochartige Ausnehmung eingebracht ist, deren Boden die 
zweite Leiterbahn (14) bildet, wobei eine Funkenentladung in 
dem durch die sacklochartige Ausnehmung gebildeten Spalt 
(16) zwischen dem Innenwandungsabschnitt (13b) der ersten 
Leiterbahn und dem Boden (14b) der Ausnehmung erfolgt. 

(Fig. 5) 

7. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Tragersubstrat (1) ein Mehrlagensubstrat ist, daS die 
erste elektrisch leitende Struktur (13) durch eine auf einer 
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ersten Lage des Mehrlagensiibstrats angeordnete erste Leiter- 
bahn und die zweite elektrisch leitende Struktur (14) durch 
eine auf einer zweiten Lage des Mehrlagensubstrats angeord- 
nete \ind durch eine Isolierebene (18) von der ersten Leiter- 
bahn getrennte zweite Leiterbahn gebildet wird und daS in 
die erste Leiterbahn (13), die Isolierebene (18) und die 
zweite Leiterbahn (14) eine das Mehrlagens\ibstrat durchdrin- 
gende Ausnehmung (16b) , insbesondere eine Bohrung einge- 
bracht ist, wobei eine Funkenentladung in dem durch die Aus- 
nehmung (16b) gebildeten Spalt zwischen den Innenwandxingsab- 
schnitten (13b, 14b) der ersten und zweiten Leiterbahn er- 
folgt. (Fig. 6) 

8. Einrichtung nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch gekennzeich- 
net, daiS die zweite Leiterbahn (14) durch eine groSflachige 
Masseebene des Mehrlagensubstrats (1) gebildet wird. 

9. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daS 
die elektrisch leitenden Strukturen (13, 14) durch zwei von 
dem Tragersubstrat (1) abstehende und mit Leiterbahnen (3,4) 
des Tragersiibstrats leitend verbundene diskrete Leiterele- 
mente gebildet werden, deren nicht mit dem TrSgersxibstrat 
(1) verbundene Enden einander zugewandt und durch einen de- 
finierten Spalt (16) voneinander getrennt sind. (Fig. 3) 

10. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daS 
die erste elektrisch leitende Struktur (13) in Form eines 
Leiterelementes ausgebildet ist, das mit einem ersten Ende 
mit einem durch Entladungsstrome gefahrdeten, von dem Tra- 
gersubstrat abstehenden und mit Leiterbahnen des Tragersub- 
strat s verbundenen Kontaktelement (3) verbunden ist und das 
mit einem weiteren Ende (13a) einer auf dem Tragersubstrat 
angeordneten, mit dem MasseanschluE leitend verbundenen und 
in Form einer Leiterbahn ausgebildeten zweiten elektrisch 
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leitenden Struktur (14) zugewandt und durch einen Spalt (16) 
von dieser beabstandet ist. (Fig. 4) 

11. Einrichtiing nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet , 
daS das KontaJct element (3) ein Kontakt element eines auf dem 
Tragersubstrat angeordneten Steckerteils ist. 

12. Einrichtiing nach einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daS die einander zugewandten Abschnitte 
(13a, 14a) der Leiterbahnen (13,14) und der definiert herge- 
stellte Spalt (16) durch ein auf das Tragersubstrat (1) auf- 
gebrachtes aktives oder passives elektrisches Bauelement (5) 
uberdeckt werden. (Fig. 7, Fig. 8) 

13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dafi ein erster AnschluE (5a) des Bauelementes (5) mit der 
ersten Leiterbahn (13) und ein zweiter AnschluS (5b) des 
Bauelementes (5) mit der zweiten Leiterbahn (14) elektrisch 
leitend verbunden ist. 

14. Einrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Bauelement (5) in seinem Randbereich durch 
einen Kleber (7) mit dem Tragersiibstrat (1) verbunden ist, 
welcher den Zwischenraum zwischen dem Bauelement (5) und dem 
Tragersubstrat ( 1 ) abdichtet . 

15. Einrichtung nach einem der vorstehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, da£ der Spalt (16) zwischen zwanzig 
und zweihundert Mikrometern breit ist. 

16. Tragersubstrat mit einer Einrichtung (10) zum Schutz ei- 
nes auf dem Tragersubstrat (1) angeordneten elektrischen 
und/oder elektronischen Bauteils (2) vor elektrostatischen 
Entladungen nach einem der vorstehenden Anspruche. 



THIS PAGE BLANK <MSPTO) 



wo 01/61732 



PCT/DEOl/00512 




THIS PAGE BLANK iusPTO) 



wo 01/61732 



PCT/DEOl/00512 



2/3 



13a .14a 

4 ' 




> >>>>>> ^y'.grry 




-1 



Fig. 3 



16s 



r13 



r13a 



1 \ i 



Fig. 4 



13 13a 



16 



if. 

X 



Fig. 5 



,1 




13 13a 



18 



14 14a 



Fig. 6 



"HIS PAGE BLANK <MSPTO) 



THIS PAGE BLANK <uspto) 




